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บทคัดย่อ 
ในอดีตท่ีผา่นมางานวจิยัดา้นวงจรบลัลาสตอิ์เล็กทรอนิกส์หร่ีแสงชนิดเซลฟ์ออสซิลเลตสาํหรับหลอดฟลูออเรสเซนต ์

ยงัมีไม่มากนกั หรือมีวธีิการท่ียงัไม่เหมาะสมในการนาํมาใชจ้ริงในทางปฏิบติั ดงันั้นงานวจิยัน้ีจึงไดน้าํเสนอวงจรบลัลาสต์

อิเลก็ทรอนิกส์หร่ีแสงชนิดเซลฟ์ออสซิลเลตแบบใหม่ ท่ีใชก้ารปรับช่วงเวลาท่ีหมอ้แปลงเซลฟ์ออสซิลเลตทาํงานในสภาวะ

ไม่อ่ิมตวั และช่วง storage time ของทรานซิสเตอร์กาํลงั ในการปรับคาบเวลาของการสบัสวติชเ์พ่ือเพ่ิมความถ่ีทาํงานและทาํ

ใหส้ามารถหร่ีแสงได ้วงจรหร่ีแสงท่ีนาํเสนอนั้นมีขอ้ดีหลายประการ เช่น มีความเรียบง่าย ใชอุ้ปกรณ์นอ้ย มีการแยกอิสระ

ทางไฟฟ้ากบัส่วนของวงจรแปลงผนักาํลงัไฟฟ้า และใชส้ญัญาณหร่ีแสงตามมาตรฐาน 1 – 10V ในขณะท่ียงัคงรักษาจุดเด่น

ของบลัลาสตอิ์เลก็ทรอนิกส์ชนิดเซลฟ์ออสซิลเลตแบบดั้งเดิมไวไ้ด ้
 

คําสําคัญ : บลัลาสตอิ์เลก็ทรอนิกส์, เซลฟ์ออสซิลเลต, การหร่ีแสง, หลอดฟลูออเรสเซนต ์

 

Abstract 

In the past, very few researches on dimmable self-oscillating electronic ballast for fluorescent lamps 

have been proposed. Also, these researches mostly proposed the dimming methods which are not practical. 

Therefore, this paper proposes the novel dimmable self-oscillating electronic ballast. The proposed 

dimming method uses the adjustment of the duration time of unsaturable self-oscillating transformer and 

the storage time of power transistor to vary switching period and reduce ballast’s operating frequency. 

Finally, the lamp can be dimmable. The proposed dimming circuit has many advantages such as the 

simple circuit with low-component count, electrical isolation between dimming and power converter 

circuits of ballast, and the compatibility with 1-10V standard voltage of dimming command. In addition, it 

is still maintaining the features of traditional self-oscillating electronic ballast. 
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1. บทนํา 

หลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดไฟฟ้าท่ีนิยมใช้กัน

อยา่งแพร่หลายในปัจจุบนัเน่ืองจากมีประสิทธิภาพสูงและ

ราคาถูก    แต่เดิมนั้นหลอดฟลูออเรสเซนตจ์ะถูกขบัดว้ย

บลัลาสต์ชนิดขดลวดแกนเหล็ก ต่อมาจึงได้มีการพฒันา

บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าข้ึน 

นอกจากนั้ นบัลลาสต์อิ เล็กทรอนิกส์ย ังสามารถเพ่ิม

คุณสมบัติในการหร่ีแสงให้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้

ดว้ย ซ่ึงจะช่วยลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในบางบริเวณท่ีไม่

จําเป็นต้องให้หลอดทํางานท่ีเต็มพิกัดกําลัง หรืออาจมี

ความตอ้งการแสงสว่างท่ีปรับเปล่ียนตามพฤติกรรมของ

ผูใ้ช้ เช่น ทางเดิน ห้องนํ้ าสาธารณะ ลานจอดรถ ป้าย

โฆษณา ฯลฯ  

 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดเซลฟ์ออสซิลเลตนั้นมี

ขอ้ดีหลายประการคือ ใช้กลไกเซลฟ์ออสซิลเลตในการ

สร้างสญัญาณขบัสวติชท์าํใหใ้ชอุ้ปกรณ์นอ้ยจึงมีตน้ทุนตํ่า 

และการขับแบบเซลฟ์ออสซิลเลตเป็นวิธีการท่ีมีความ

เช่ือถือไดสู้ง แต่การดดัแปลงบลัลาสตอิ์เล็กทรอนิกส์ชนิด

เซลฟ์ออสซิลเลตให้สามารถหร่ีแสงไดน้ั้นมีการนาํเสนอ

ไม่มากนัก  [1-3]  โดยทุกงานวิจัย มีหลักการพ้ืนฐาน

เหมือนกันคือการปรับกระแสสร้างเส้นแรงแม่เหล็กใน

หมอ้แปลงเซลฟ์ออสซิลเลต ซ่ึงส่งผลใหค้วามถ่ีทาํงานของ

บัลลาสต์เปล่ียนไป อย่างไรก็ตามวงจรท่ีนําเสนอใน

งานวิจยัเหล่าน้ียงัคงมีขอ้ดอ้ยอยู่ท่ีสัญญาณหรือวิธีการใน

การหร่ีแสงไม่เหมาะสมในทางปฏิบติั ใน [1] วงจรหร่ีแสง

ตอ้งการแหล่งจ่ายจากภายนอกเพ่ือใชเ้ป็นกระแสในการ

ขบัสวิตช์ของบลัลาสต ์หากตอ้งการควบคุมบลัลาสต์เป็น

จาํนวนมากจะตอ้งมีแหล่งจ่ายท่ีจ่ายกระแสไดม้ากตาม อีก

ทั้ งแรงดันท่ีใช้ควบคุมการหร่ีแสงจะแปรผกผันกับ

กาํลงัไฟฟ้าท่ีหลอด ซ่ึงตรงขา้มกบัสัญญาณตามท่ีนิยมใช้

กัน ใน [2] ใช้การปรับค่าอิมพิแดนซ์ท่ีต่อขนานอยู่กับ

ขดลวดทุติยภูมิของหม้อแปลงเซลฟ์ออสซิลเลต ทําให้

ในทางปฏิบติัไม่สามารถนาํไปใช้งานได้จริง และใน [3] 

ไดท้าํการแยกหมอ้แปลงขบัสวติชอ์อกเป็นสองชุดและเพิ่ม

ขดลวดเขา้ไปอีกหน่ึงขดสําหรับหมอ้แปลงแต่ละชุดเพ่ือ

ป้อนกระแสไฟตรงเขา้มาสร้างเส้นแรงแม่เหล็กเสริมหรือ

หักล้างกับเส้นแรงแม่เหล็กท่ีเกิดจากกระแสในวงจร        

เรโซแนนซ์ วิธีการน้ีแมว้า่จะทาํให้สามารถหร่ีแสงได ้แต่

ตอ้งการกระแสไฟตรงในปริมาณท่ีสูงพอท่ีจะสร้างเส้น

แ ร ง แ ม่ เ ห ล็ ก ไ ป หั ก ล้า ง กับ ส่ว น ท่ี เ กิ ด จ าก ก ร ะ แ ส               

เ ร โ ซ แ น น ซ์ ไ ด้  ซ่ึ ง ก ร ะ แ ส ส่ ว น น้ี ถู ก ดึ ง ม า จ า ก ตัว

เหน่ียวนาํเรโซแนนซ์ ทาํให้ประสิทธิภาพโดยรวมลดลง 

อีกทั้งการแยกหมอ้แปลงขบัสวิตช์ออกเป็นสองชุด ทาํให้

เ สี ย จุ ด เ ด่ น ใ น ด้ า น ค ว า ม เ ช่ื อ ถื อ ไ ด้ข อ ง บัล ล า ส ต์

อิเลก็ทรอนิกส์ชนิดเซลฟ์ออสซิลเลตไป 

 งานวิจัยน้ีเป็นการนําบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ชนิด

เซลฟ์ออสซิลเลตมาปรับปรุงเพ่ือใหมี้ความสามารถในการ

หร่ีแสงได้ โดยยงัคงจุดเด่นของบลัลาสต์อิเล็กทรอนิกส์

ชนิดเซลฟ์ออสซิลเลตไว  ้วงจรควบคุมการหร่ีแสงท่ีได้

นาํเสนอใชอุ้ปกรณ์ราคาถูกเพียงไม่ก่ีช้ิน สัญญาณท่ีใชใ้น

การควบคุมการหร่ีแสงคือแรงดนัไฟฟ้า   1 – 10 V ซ่ึงเป็น

สัญญาณมาตรฐานในการหร่ีแสงของระบบไฟฟ้าแสง

สว่าง นอกจากนั้ นวงจรควบคุมยงัมีการแยกอิสระทาง

ไฟฟ้ากบัวงจรแปลงผนักาํลงัไฟฟ้า ทาํให้มีความปลอดภยั

ต่อผูใ้ชง้านและอุปกรณ์ควบคุมการหร่ีแสง และยงัทาํให้

สามารถใชส้ญัญาณควบคุมเดียวกนั ไปต่อเขา้กบับลัลาสต์

ท่ีต่ออยูก่บัระบบไฟฟ้าคนละเฟสกนัได ้
 

2. บัลลาสต์อเิลก็ทรอนิกส์ชนิดเซลฟ์ออสซิลเลต 

บัลลาสต์อิ เล็กทรอนิกส์ชนิดเซลฟ์ออสซิลเลตมี

โครงสร้างตามรูปท่ี 1 มีขอ้ดีคือ มีความเช่ือถือไดสู้ง มี

วงจรท่ีเรียบง่าย ใชอุ้ปกรณ์น้อย และมีตน้ทุนในการผลิต

ตํ่า หลกัการทาํงานของบลัลาสตอิ์เล็กทรอนิกส์ชนิดเซลฟ์

ออสซิลเลต ไดมี้การวิเคราะห์และอธิบายไวโ้ดยละเอียด

ใน [4]  

 
 

รูปที ่1: บลัลาสตอิ์เลก็ทรอนิกส์ชนิดเซลฟ์ออสซิลเลต 
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วงจรแปลงผนักาํลงัไฟฟ้าของบลัลาสตอิ์เล็กทรอนิกส์

มีโครงสร้างเป็นวงจรแปลงผนักาํลงัไฟฟ้าเรโซแนนซ์แบบ

ก่ึงบริดจ ์เม่ือ rB CC >>  ความถ่ีทาํงาน Sω มีค่ามากกวา่

ความถ่ีเรโซแนนซ์ของวงจร และละผลจากความตา้นทาน

ของขดลวดแคโทดซ่ึงมีค่าน้อยมากเม่ือเทียบกับความ

ตา้นทานของหลอด จะสามารถเขียนเป็นวงจรสมมูลได้

ตามรูปท่ี2 หากพิจารณาแรงดนัขาเขา้ของวงจรเรโซแนนซ์

เฉพาะความถ่ีมูลฐานจะได ้ 
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เม่ือ   0/ωωSu =       โดยท่ี Sω   คือความถ่ีทาํงานของ

บัลลาสต์  rr CL10 =ω  คือความถ่ีธรรมชาติของ

ว ง จ ร เ ร โ ซ แ น น ซ์  แ ล ะ ตัว ป ร ะ ก อ บ คุ ณ ภ า พ 

rrLamp LCRQ =  

จะเห็นไดว้า่กระแสท่ีไหลผ่านหลอดและกาํลงัไฟฟ้าท่ี

หลอดจะแปรผกผนักบัความถ่ีทาํงาน ดงันั้นการหร่ีแสง

ของหลอดฟลูออเรสเซนตก็์คือการลดปริมาณกระแสท่ี 

 
 

รูปที ่2: วงจรสมมูลของส่วนวงจรแปลงผนักาํลงัไฟฟ้า 

เรโซแนนซ์แบบก่ึงปริดจข์องบลัลาสตอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

ชนิดเซลฟ์ออสซิลเลต 

ไหลผ่านหลอดและทาํให้กาํลงัไฟฟ้าท่ีหลอดลดลงจึงทาํ

ได้ด้วยการเ พ่ิมความถ่ีทํางานให้กับวงจรแปลงผัน

กาํลงัไฟฟ้า ซ่ึงจะข้ึนกบั 3 ปัจจัย ได้แก่ 1 ค่าของตวั

เห น่ียวนําและตัว เ ก็ บประจุใน วงจร เรโ ซแนนซ์  2 

คุณลกัษณะของหมอ้แปลงเซลฟ์ออสซิลเลตซ่ึงจะทาํงาน

ในลักษณะท่ีมีการอ่ิมตัว และ 3 คุณลักษณะของ

ทรานซิสเตอร์กาํลงัท่ีใชเ้ป็นอุปกรณ์สวติช ์

อย่างไรก็ตามในการกาํหนดค่าของตวัเหน่ียวนําและ

ตวัเก็บประจุจะตอ้งเลือกเพ่ือให้ไดค้่าความถ่ีเรโซแนนซ์

และตวัประกอบคุณภาพท่ีเหมาะสมกับคุณลกัษณะของ

หลอดฟลูออเรสเซนต์    ดังนั้ นปัจจัยหลักท่ีเหลือท่ีจะ

กาํหนดความถ่ีทาํงานจึงอยู่ท่ี ช่วงเวลาท่ีหมอ้แปลงเซลฟ์

ออสซิลเลตทํางานอยู่ในสภาพท่ีย ังไม่ อ่ิมตัว และค่า 

storage time ของทรานซิสเตอร์  
 

3. วธีิการหร่ีแสงทีนํ่าเสนอ 

จากหัวข้อท่ีผ่านมาจะเห็นได้ว่าการหร่ีแสงหลอด

ฟลูออเรสเซนต์นั้ นสามารถทําได้โดยการเพ่ิมความถ่ี

ทาํงานให้กบัวงจรแปลงผนักาํลงัไฟฟ้า และสําหรับวงจร

แปลงผนักาํลงัไฟฟ้าท่ีใช้สัญญาณขบัแบบเซลฟ์ออสซิล

เลต ความถ่ีทาํงานสามารถกาํหนดไดโ้ดย 

1. ช่วงเวลาท่ีหมอ้แปลงเซลฟ์ออสซิลเลตทาํงานใน

สภาพท่ียงัไม่อ่ิมตวั Ct  เวลาในช่วงน้ีจะข้ึนกบักระแสใน

วงจรเรโซแนนซ์ คุณลกัษณะของแกนหม้อแปลงเซลฟ์  

ออสซิลเลต จาํนวนรอบและค่าความเหน่ียวนาํของขดลวด

ปฐมภูมิและทุติยภูมิ และความตา้นทานท่ีฝ่ังทุติยภูมิ รูปท่ี 

3 (ก) แสดงวงจรสมมูลในส่วนของวงจรขบัแบบเซลฟ์   

ออสซิลเลต โดยกระแสท่ีไหลผา่นขดลวดปฐมภูมิ PN ของ

หมอ้แปลงเซลฟ์ออสซิลเลตคือกระแส Lri  เม่ือทาํการ

โอนยา้ยความตา้นทาน BR  ท่ีขาเบสของทรานซิสเตอร์ 

และแรงดนัตกคร่อมรอยต่อ เบส-อิมิตเตอร์ มาอยู่ทางฝ่ัง

ปฐมภูมิ จะไดว้งจรสมมูลตามรูปท่ี 3 (ข)  สังเกตไดว้า่เม่ือ

ค่าความตา้นทาน BR  มีค่าสูงข้ึน  จะทาํให้กระแสในส่วน

ท่ีไปสร้างเส้นแรงแม่เหล็ก (Magnetizing Current) MI  
สูงข้ึนดว้ย ทาํใหแ้กนหมอ้แปลงอ่ิมตวัเร็วข้ึน คาบเวลา Ct  

จึงลดลง 

 
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกท้ังห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 
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(ก) 

 
(ข) 

รูปที ่3: วงจรสมมูลของวงจรขบัเซลฟ์ออสซิลเลต 

   (ก) ขณะท่ียงัคงค่า BR  และ BEV ในฝ่ังทุติยภูมิ 

(ข) เม่ือทาํการโอนยา้ยค่าต่างๆมาไวท้างฝ่ังปฐมภูมิ 

2. ช่วงเวลาสะสมของทรานซิสเตอร์ St  ซ่ึงจะข้ึนกบั

กระแสเฉล่ียท่ีไหลเขา้ขาเบส (forward base current) bfI , 

กระแสเฉล่ียท่ีไหลออกจากขาเบส (reversed base 

current) brI , อตัราขยายของทรานซิสเตอร์ β , กระแส

เฉล่ียท่ีไหลเขา้ขาคอลเลคเตอร์ (collector current) CI  และ

ช่วงเวลาไมนอริต้ีแคร์เรียร์ (minority carrier life time) eτ  

ของทรานซิสเตอร์ [5] โดยมีความสมัพนัธ์คือ 



















+

+

=

bf

C

bf

br

bf

br

eS

I
I

I
I

I
I

t

b

t
1

ln                      (6) 

เน่ืองจาก eτ และ β จะข้ึนกับทรานซิสเตอร์ท่ีเลือกใช ้

และ CI คือค่าเฉล่ียของ Lri ในช่วงท่ีไหลผา่นทรานซิสเตอร์ 

การปรับช่วงเวลา St  จึงข้ึนอยูก่บั bfI และ brI  โดยท่ี 

B

BENs
bf R

VVI −
=                        (7) 

และ                             
B

BE
br R

V
I =                                  (8) 

เม่ือ NsV คือแรงดันท่ีขดลวดทุติยภูมิ, BEV  คือแรงดันตก

คร่อมรอยต่อของขาเบสและอิมิตเตอร์ของทรานซิสเตอร์  

และ BR คือความตา้นทานท่ีจาํกดักระแสท่ีไหลเขา้ออกขา

เบสของทรานซิสเตอร์  การปรับช่วงเวลา St  จึงทาํไดโ้ดย

การปรับค่าของ NsV ซ่ึงทาํให้ bfI มีการเปล่ียนแปลงตาม  

งานวิจัยน้ีได้นําเสนอบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ชนิด

เซลฟ์ออสซิลเลตท่ีมีวงจรซ่ึงทาํหน้าท่ีเป็นกลไกในการ

เพ่ิมค่าความตา้นทานทางฝ่ังทุติยภูมิของหมอ้แปลง 

 
รูปที ่4: วงจรของบลัลาสตอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

ชนิดเซลฟ์ออสซิลเลตท่ีนาํเสนอ 

เซลฟ์ออสซิลเลตและลดขนาดของแรงดัน NsV เ พ่ือลด

คาบเวลา Ct และ St  ตามลาํดบัโดยมีวงจรตามรูปท่ี 4 มี

หลกัการทาํงานคือ เม่ือทาํการปรับแรงดนั DIMV จะทาํให้

กระแสขบัขาเบสของทรานซิสเตอร์ 3Q  เปล่ียนแปลงตาม 

( )
3

3,
3

B

QBEDIM
B R

VV
I

−
=                         (9) 

ท่ีกระแส 3BI ต่างกนัจะทาํให้กระแสสูงสุดท่ี 3Q ยอม

ให้ไหลผ่าน 3,QCSI มีค่าต่างกนั เม่ือกระแส 3,3, QCSQC II >  

ทรานซิสเตอร์ 3Q  จะทาํงานในยา่น active region ทาํให้

แรงดนัตกคร่อมขาคอลเลคเตอร์และอิมิตเตอร์ 3,QCEV มีค่า

สูงข้ึนอยา่งรวดเร็วเม่ือ 3,QCI  เพ่ิมข้ึน และสามารถแทนท่ี

ท ร า น ซิ ส เ ต อ ร์  3Q  ด้ ว ย ค ว า ม ต้ า น ท า น ไ ด้ โ ด ย 

3,

3,
3,

QC

QCE
QCE I

V
R =  ซ่ึ ง ค่ า ค ว า ม ต้า น ท า น น้ี เ ป็ น ค ว า ม

ตา้นทานทางฝ่ังทุติยภูมิของหมอ้แปลงเซลฟ์ออสซิลเลต 

1TR   จากท่ีไดก้ล่าวมาแลว้เม่ือค่า 3,QCER เพ่ิมข้ึนจะทาํให้

กระแสสร้างเส้นแรงแม่เหล็กของหมอ้แปลง 1TR เพ่ิมข้ึน 

ทาํให้หมอ้แปลงเขา้สู่สภาวะอ่ิมตวัเร็วข้ึน และคาบเวลา 

Ct  มีค่าลดลง  นอกจากนั้นเน่ืองจาก  

3,QCEfNaNb VVVV −−=  โดยท่ี Np
P

a
Na V

N
NV =  จะไดว้า่ 

( )3,QCEfNa
b

s
Nb

b

s
Ns VVV

N
N

V
N
N

V −−==      (10) 

เม่ือ PN , aN , bN , SN  คือจาํนวนรอบของขดลวดซ่ึงมี

ค่าคงท่ี NpV  คือแรงดันตกคร่อมขดลวดปฐมภูมิซ่ึงจะ

ข้ึนกบักระแสท่ีไหลอยู่ในวงจรเรโซแนนซ์ และ fV คือ

แรงดนัตกคร่อมไดโอด 3D  และ 4D ขณะนาํกระแส   เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกท้ังห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 
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การเปล่ียนแปลงค่าของ 3,QCEV  จึงเป็นตวักาํหนดค่าของ 

NsV  และส่งผลต่อ bfI และ St ตาม (6) และ (7)  

 เม่ือกาํหนดให้ Zt  คือช่วงเวลาท่ีเหลือในคาบการสับ

สวติชซ่ึ์งมีค่าค่อนขา้งคงท่ีเม่ือเทียบกบั Ct  และ St  

 จะไดว้า่       
)(2

11

ZSCS
S tttT

f
++

==               

และ             
)(

2
ZSC

SS ttt
f

++
==

ππω                  (11) 

เม่ือทาํการปรับ DIMV จะทาํให้ค่า Ct และ St  เปล่ียนแปลง

ไป ซ่ึงส่งผลให้ความถ่ีทํางานของบัลลาสต์ฯมีการ

เปล่ียนแปลงทาํใหก้าํลงัไฟฟ้าท่ีหลอดจะเปล่ียนตาม วงจร

ท่ีไดน้าํเสนอมาจึงสามารถหร่ีแสงหลอดฟลูออเรสเซนต์

ไดด้ว้ยหลกัการดงักล่าว 
 

4. ผลการทดลอง 

ตน้แบบของบลัลาสตอิ์เลก็ทรอนิกส์หร่ีแสงชนิดเซลฟ์

ออสซิลเลตท่ีได้นําเสนอได้ถูกสร้างข้ึนสําหรับหลอด

ฟลูออเรสเซนตช์นิด T8-36W โดยมีค่าของอุปกรณ์ต่างๆ

ใน วง จ รดัง น้ี  V400=DCV  mH5.3=rL  nF2.8=rC  

nF100=BC nF1=ZC Ω== 7.221 RR kΩ333 =R  

ทรานซิสเตอร์เบอร์ ST13007DFP ซ่ึงมี anti-parallel diode 

ร ว ม อ ยู่ ภ า ย ใ น  สํ า ห รั บ  1Q , 2Q , 1D  แ ล ะ  2D  

ทรานซิสเตอร์เบอร์ BC817 สาํหรับ 3Q   Schottky Diode 

เ บ อ ร์  MBRS120T3G สํ า ห รั บ  3D แ ล ะ 4D   

3=Pn 621 == aa nn  521 == bb nn  421 == SS nn  

เม่ือนําบัลลาสต์ต้นแบบท่ีได้มาทําการทดสอบการ

ทาํงาน ไดผ้ลการทดลองตามรูปท่ี 5 – 6 โดยในรูปท่ี 5 ได้

แสดงช่วง storage time ( St ) ของทรานซิสเตอร์ 2Q  ท่ีมี

ค่าลดลงเม่ือ DIMV  ลดลง   ผลการทดลองในส่วนน้ีไดช่้วย

สนบัสนุนทฤษฎีของหลกัการหร่ีแสงท่ีไดน้าํเสนอในส่วน

ท่ี 3 จะเห็นไดว้า่ ช่วงเวลา Zt จะมีค่าคงท่ีประมาณ 1µs ไม่

เปล่ียนแปลงตามแรงดัน DIMV  และความถ่ีทํางาน Sf    

ดังนั้ นช่วงเวลาท่ีเหลือใน 1 คาบเวลาทํางานจึงเป็น 

ZS
S

C tt
T

t −−=
2

  จากรูปท่ี 5 ช่วงเวลา stS µ3.4=  และ 

3.15µs ส่วนช่วงเวลา stC µ24.15=  และ 7.86µs เ ม่ือ 

V10=DIMV  และ 1V ตามลาํดบั 

รูปท่ี 6 แสดงการเปล่ียนแปลงของกระแส แรงดนั และ

กาํลังไฟฟ้าท่ีหลอดฟลูออเรสเซนต์ เม่ือแรงดัน DIMV  มี

ลกัษณะเป็นรูปคล่ืนสามเหล่ียม 0 – 10V  สังเกตไดว้่า

กระแสท่ีไหลผา่นหลอด และกาํลงัไฟฟ้าท่ีหลอด เป็นส่วน

ท่ีเปล่ียนแปลงตามแรงดัน DIMV อย่างมีนัยสําคัญ ส่วน

แรงดันตกคร่อมหลอดมีการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อย

เน่ืองจากความเป็น negative resistance ของหลอด    

ฟลูออเรสเซนต ์

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที ่5 : รูปคล่ืนขยายของสญัญาณแรงดนั Npv (0.5V/div) 

กระแส Lri (0.2A/div) กระแส 12, DQC ii − (0.2A/div) และ

แรงดนั 1,QCEv (100V/div) เรียงจากบนลงล่าง และแกน

นอนเท่ากบั 0.5µs/div เม่ือ 

(ก) V10=DIMV  (ข) V1=DIMV  
 

 

รูปที ่6 : รูปคล่ืนของกระแส Lampi (0.2A/div) แรงดนั 

Lampv (100V/div) กาํลงัไฟฟ้าท่ีหลอด LampP (20W/div) 

และแรงดนั DIMV (2V/div) เรียงจากบนลงล่าง) และแกน

นอนเท่ากบั 1s/div 

 
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 
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ตารางที ่1 ผลการทาํงานของบลัลาสตต์น้แบบท่ีแรงดนั 

DIMV มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 10V 

VDIM 

(V) 

tS 

(µs) 

fS 

(kHz) 

ILamp 

(mA) 

VLamp 

(V) 

PLamp 

(W) 

PIN 

(W) 

Lux 

@1m 

10 4.30 24.5 325 99.5 32.1 36 393 

9 4.25 25.5 311 99.8 30.8 35 384 

8 4.20 26.7 296 100.9 29.5 34 375 

7 4.06 28.3 277 102.5 28.1 32 353 

6 3.81 30.5 252 105.5 26.2 30 332 

5 3.67 32.9 225 108.2 24.1 28 295 

4 3.56 35.6 193 112.0 21.3 25 240 

3 3.40 38.9 150 117.6 17.4 22 203 

2 3.16 41.1 105 124.8 12.9 17 173 

1 3.15 41.6 92 127.2 11.5 16 155 

 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการทาํงานของตน้แบบบลัลาสตห์ร่ี

แสงท่ีได้นําเสนอ โดยแสดงค่าของความถ่ีทาํงาน ( Sf ) 

กระแส RMS ท่ีไหลผา่นหลอด ( LampI ) แรงดนั RMS ท่ีตก

คร่อมหลอด ( LampV )  กําลังไฟฟ้าท่ีตัวหลอด ( LampP ) 

กาํลงัไฟฟ้าขาเขา้ของบลัลาสต ์( INP ) และค่าความสวา่งท่ี

ระยะห่างจากหลอด 1 เมตร  เม่ือทาํการปรับแรงดนั DIMV

ตั้งแต่ 1 – 10V  
 

6. สรุป 

งานวิจยัน้ีไดน้าํเสนอบลัลาสต์อิเล็กทรอนิกส์หร่ีแสง

ชนิดเซลฟ์ออสซิลเลตสาํหรับหลอดฟลูออเรสเซนต ์ซ่ึงได้

จากการดัดแปลงบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดเซลฟ์        

ออสซิลเลตแบบดั้ งเดิม โดยการเพ่ิมค่าความต้านทาน

ให้กบัทางฝ่ังทุติยภูมิของหมอ้แปลงเซลฟ์ออสซิลเลต ทาํ

ใหก้ระแสสร้างเสน้แรงแม่เหล็กของหมอ้แปลงสูงข้ึนและ

หมอ้แปลงอ่ิมตวัเร็วข้ึน นอกจากนั้นยงัเป็นการลดกระแส

ขบัเบสของทรานซิสเตอร์กาํลงั ทาํให้ช่วงเวลาสะสมของ

ทรานซิสเตอร์ลดลง ทั้งสองปัจจยัน้ีทาํให้คาบเวลาในการ

สับสวิตช์ลดลงและความถ่ีทํางานของบัลลาสต์สูงข้ึน  

และด้วยโครงสร้างของวงจรแปรผันกําลังไฟฟ้าของ      

บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นวงจรแปรผนักําลังไฟฟ้า     

เรโซแนนซ์อนุกรมโหลดขนาน เม่ือความถ่ีทาํงานสูงข้ึน

อตัราขยายแรงดนัขาออกจึงลดลง ส่งผลให้กาํลงัไฟฟ้าท่ี

หลอดฟลูออเรสเซนตแ์ละแสงท่ีหลอดให้ออกมาลดลงใน

ท่ีสุด 
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